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Bi2Se3 – узкозонный полупроводник, который известен как 
перспективный термоэлектрический (ТЭ) материал. Возможность увеличения 
ТЭ добротности в структурах с низкой размерностью на основе соединений 
V2VI3, установленная экспериментально в [1], а ранее предсказанная 
теоретически [2], способствует исследованию кинетических свойств тонких 
пленок Bi2Se3.  

В тонких пленках возможно проявление классического размерного 
эффекта (КлРЭ), который наблюдается в случае, когда толщина пленки d 
порядка средней длины свободного пробега носителей заряда [3]. Ранее [4] для 
пленок Bi2Se3, полученных термическим испарением в вакууме кристалла, 
экспериментально наблюдалось увеличение электропроводности σ с ростом d, 
что авторы связали с проявлением КлРЭ и удовлетворительно описали в рамках 
теории Фукса-Зондгеймера. При более низких температурах исследования 
толщинных зависимостей ТЭ свойств тонких пленок Bi2Se3 не проводились. 

Цель работы – установить влияние толщины пленки d на величину 
электропроводности в тонких пленках Bi2Se3 при температуре жидкого азота.  

Объектами исследования были тонкие пленки Bi2Se3 (d = 15 – 365 нм), 
выращенные термическим испарением в вакууме (~ 10-5 – 10-6 Па) кристаллов 
Bi2Se3 с последующим осаждением на стеклянные подложки. Толщину и 
скорость конденсации на подложку, которая составляла 0.1 – 0.15 нм/с, 
контролировали с помощью предварительно откалиброванного кварцевого 
резонатора. Электропроводность σ измеряли при постоянном токе с 
погрешностью, не превышающей ± 5 %, при температуре 77 К. 

Установлено, что тонкие пленки Bi2Se3 обладают n-типом проводимости, 
как и исходный кристалл. Показано, что характер зависимости σ(d) тонких 
пленок при температуре жидкого азота аналогичен полученному в работе [4] 
при комнатной температуре: величина σ увеличивается по мере роста толщины 
пленки. Наблюдаемый характер зависимости σ(d) поясняется как проявление 
КлРЭ, связанного с увеличением вклада диффузного рассеяния электронов на 
интерфейсах тонкой пленки по мере уменьшения ее толщины. 
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